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[57]申請專利範圍
1.　一種具有外側切割斜邊之發光二極體封裝結構，其包括：一基板單元，其具有一基板本
體及一設置於該基板本體上表面之置晶區域，其中該基板本體的一側邊係具有一切割斜

邊；一發光單元，其具有複數顆電性地設置於該基板單元的置晶區域上之發光二極體晶

粒；一反光單元，其具有一透過起始點與終止點為相同位置的塗佈方式而環繞地成形於

該基板本體上表面之環繞式反光膠體，並且該環繞式反光膠體側邊與該基板本體側邊的

距離係介於 0-1.5 mm之間，其中該環繞式反光膠體係圍繞該等設置於該置晶區域上之發
光二極體晶粒，以形成一位於該基板本體上方之膠體限位空間；以及一封裝單元，其具

有一成形於該基板本體上表面以覆蓋該等發光二極體晶粒之透光封裝膠體，其中該透光

封裝膠體係被局限在該膠體限位空間內。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之具有外側切割斜邊之發光二極體封裝結構，其中該基板本
體係具有一電路基板、一設置於該電路基板底部之散熱層、複數個設置於該電路基板上

表面之導電焊墊、及一設置於該電路基板上表面並用於露出該等導電焊墊之絕緣層。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之具有外側切割斜邊之發光二極體封裝結構，其中每一個發
光二極體晶粒係為一藍色發光二極體晶粒，並且該透光封裝膠體係為一 螢光膠體。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之具有外側切割斜邊之發光二極體封裝結構，其中該膠體限
位空間的橫切面係為長方形。

5.　如申請專利範圍第 1項所述之具有外側切割斜邊之發光二極體封裝結構，其中該環繞式
反光膠體的上表面係為一圓弧形。

6.　如申請專利範圍第 1項所述之具有外側切割斜邊之發光二極體封裝結構，其中該環繞式
反光膠體相對於該基板本體上表面之圓弧切線的角度係介於 40~50度之間，該環繞式反
光膠體的頂面相對於該基板本體上表面的高度係介於 0.3~0.7 mm之間，該環繞式反光膠
體底部的寬度係介於 1.5~3 mm之間，並且該環繞式反光膠體的觸變指數(thixotropic index)
係介於 4-6之間。
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7.　如申請專利範圍第 1項所述之具有外側切割斜邊之發光二極體封裝結構，其中該環繞式
反光膠體係為一混有無機添加物之白色熱硬化反光膠體。

8.　一種具有外側切割斜邊之發光二極體封裝結構，其包括：一基板單元，其具有一基板本
體及一設置於該基板本體上表面之置晶區域，其中該基板本體的兩相反側邊係分別具有

一切割斜邊；一發光單元，其具有複數顆電性地設置於該基板單元的置晶區域上之發光

二極體晶粒；一反光單元，其具有一透過起始點與終止點為相同位 置的塗佈方式而環繞
地成形於該基板本體上表面之環繞式反光膠體，並且該環繞式反光膠體側邊與該基板本

體側邊的距離係介於 0-1.5 mm之間，其中該環繞式反光膠體係圍繞該等設置於該置晶區
域上之發光二極體晶粒，以形成一位於該基板本體上方之膠體限位空間；以及一封裝單

元，其具有一成形於該基板本體上表面以覆蓋該等發光二極體晶粒之透光封裝膠體，其

中該透光封裝膠體係被局限在該膠體限位空間內。

9.　如申請專利範圍第 8項所述之具有外側切割斜邊之發光二極體封裝結構，其中該膠體限
位空間的橫切面係為長方形，該環繞式反光膠體的上表面係為一圓弧形，該環繞式反光

膠體相對於該基板本體上表面之圓弧切線的角度係介於 40~50度之間，該環繞式反光膠
體的頂面相對於該基板本體上表面的高度係介於 0.3~0.7 mm之間，該環繞式反光膠體底
部的寬度係介於 1.5~3 mm之間，該環繞式反光膠體的觸變指數(thixotropic index)係介於
4-6之間，並且該環繞式反光膠體係為一混有無機添加物之白色熱硬化反光膠體。

10.   一種具有外側切割斜邊之發光二極體封裝結構的製作方法，其包括下列步驟：提供一由
複數個基板單元所組成之基板模組，其中該基板模組的上表面係具有複數個下凹之溝槽

及複數個按壓區域，每一個溝槽係界於每兩個基板單元之間，並且每一個基板單元係具

有一基板本體及一 設置於該基板本體上表面之置晶區域；透過壓住位於每一個基板單元
兩旁之按壓區域，以將複數顆發光二極體晶粒分別電性地設置於每一個基板單元之置晶

區域上；以及選擇性地執行步驟(a)或步驟(b)，其中步驟(a)係為：首先以塗佈的方式於每
一個基板單元之基板本體的上表面環繞地成形一環繞式反光膠體，其中每一個環繞式反

光膠體係圍繞該等設置於每一個基板單元之置晶區域上之發光二極體晶粒，以形成複數

個分別位於該等基板本體上方之膠體限位空間；然後於每一個基板單元之基板本體的上

表面成形一透光封裝膠體，以覆蓋該等發光二極體晶粒，其中該等透光封裝膠體係分別

被局限在該等膠體限位空間內；最後延著該等溝槽進行切割，以將該等基板單元從該基

板模組切割下來；步驟(b)係為：首先延著該等溝槽進行切割，以將該等基板單元從該基
板模組切割下來；然後以塗佈的方式於每一個基板單元之基板本體的上表面環繞地成形

一環繞式反光膠體，其中每一個環繞式反光膠體係圍繞該等設置於每一個基板單元之置

晶區域上之發光二極體晶粒，以形成複數個分別位於該等基板本體上方之膠體限位空

間；最後於每一個基板單元之基板本體的上表面成形一透光封裝膠體，以覆蓋該等發光

二極體晶粒，其中該等透光封裝膠體係分別被局限在該等膠體限位空間內；其中上述成

形該等環繞式反光膠體的步驟中，更進一 步包括：以起始點與終止點為相同位置的塗佈
方式於每一個基板單元之基板本體的上表面環繞地塗佈液態膠材，然後固化該液態膠材

以形成該等環繞式反光膠體。

11.   如申請專利範圍第 10項所述之具有外側切割斜邊之發光二極體封裝結構的製作方法，其
中該液態膠材係透過烘烤的方式硬化，烘烤的溫度係介於 120-140度之間，烘烤的時間
係介於 20-40分鐘之間，塗佈該液態膠材於該基板本體上表面的壓力係介於 350-450 kpa
之間，並且塗佈該液態膠材於該基板本體上表面的速度係介於 5-15 mm/s之間。

12.   如申請專利範圍第 10項所述之具有外側切割斜邊之發光二極體封裝結構的製作方法，其
中該基板本體係具有一電路基板、一設置於該電路基板底部之散熱層、複數個設置於該
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電路基板上表面之導電焊墊、及一設置於該電路基板上表面並用於露出該等導電焊墊之

絕緣層。

13.   如申請專利範圍第 10項所述之具有外側切割斜邊之發光二極體封裝結構的製作方法，其
中每一個發光二極體晶粒係為一藍色發光二極體晶粒，該透光封裝膠體係為一螢光膠

體，並且該透光封裝膠體的上表面係為一凸面、凹面或平面。

14.   如申請專利範圍第 10項所述之具有外側切割斜邊之發光二極體封裝結構的製作方法，其
中該膠體限位空間的橫切面係為長方形，該環繞式反光膠體的上表面係為一圓弧形，並

且該環繞式反光膠體係為一混有 無機添加物之白色熱硬化反光膠體。
15.   如申請專利範圍第 10項所述之具有外側切割斜邊之發光二極體封裝結構的製作方法，其

中該環繞式反光膠體相對於該基板本體上表面之圓弧切線的角度係介於 40~50度之間，
該環繞式反光膠體的頂面相對於該基板本體上表面的高度係介於 0.3~0.7 mm之間，該環
繞式反光膠體底部的寬度係介於 1.5~3 mm之間，並且該環繞式反光膠體的觸變指數
(thixotropic index)係介於 4-6之間。

16.   如申請專利範圍第 10項所述之具有外側切割斜邊之發光二極體封裝結構的製作方法，其
中該等溝槽係為 V形溝槽或 U形溝槽，並且其中兩個按壓區域分別位於該基板模組上表
面的兩相反外側，其餘的按壓區域係位於該等溝槽上方。

17.   如申請專利範圍第 10項所述之具有外側切割斜邊之發光二極體封裝結構的製作方法，其
中該等基板單元之其中兩個屬於最外側的基板單元，另外該等基板單元之其餘的基板單

元則位於上述兩個最外側的基板單元之間，每一個最外側的基板單元之基板本體的一側

邊係具有一切割斜邊，其餘的每一個基板單元之基板本體的兩相反側邊係分別具有一切

割斜邊。

18.   如申請專利範圍第 10項所述之具有外側切割斜邊之發光二極體封裝結構的製作方法，其
中每一個環繞式反光膠體側邊與每一個基板單元之基板本體側邊的距離係介於 0-1.5 mm
之間。

圖式簡單說明

第一圖係為本發明具有外側切割斜邊之發光二極體封裝結構的製作方法的第一實施例之

流程圖；

第一 A圖至第一 E圖係分別為本發明具有外側切割斜邊之發光二極體封裝結構的第一實
施例之製作流程示意圖；

第二圖係為本發明具有外側切割斜邊之發光二極體封裝結構的製作方法的第二實施例之

流程圖；以及

第二 A圖至第二 E圖係分別為本發明具有外側切割斜邊之發光二極體封裝結構的第二實
施例之製作流程示意圖。
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